Ersatznetzwerke flr bipolare Transistoren

von Gerald Meier

1 h-Parameter Ersatznetzwerk

Die Darstellung des Transistors durch ein h-Parameter Ersatznetzwerk ist zu empfehlen, wenn der Transistor
durch die folgenden Funktionen beschrieben ist beschrieben ist.

Uge = f(IB’UCE)
le = g(lB’UCE)
Man fuhrt Kleinsignalen ein
(1) =19 +i (1) 1) =12 +i(t)
U =UQ +ice(t)  Upe(t) =UE +ige(t)

und linearisiert das Transistorverhalten im Arbeitspunkt.

df | . df
UBE(t):UIg(I)E)-l-uBE(t): f(léO)’Ué?z))-"dl_ |B+d Uce
Blo) Uce (0)
. d d
0=10 +ic(0=g(10.02)+ T i+ 0 U
Bl(o) Uce (0)
Damit kommt man zur Hybriddarstellung des Transistors
uBE = hlliB + hl2uCE
ic = hyig +hyUce
wobei sich die h-Parameter berechnen als
h dUBE| af | h, = dUge| _ df
= = 2 = -
! dl B ‘(0) dl B ‘(O) dU CE (0) dU CE (0)
di dg di dg
= Ty = qug| T du
B (0) B (0) CE (0) CE 0)
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2 Y-Parameter Ersatznetzwerk

Wird das Verhalten des Transistors durch Funktionen folgender Form beschrieben, dann empfielt sich die
Darstellung in einem y-Parameter Ersatznetzwerk.

lg = f(UBE’UCE)
lc = g(UBE1UCE)

Fur die GréRen werden wiederum Kleinsignale eingefuhrt

(1) =19 +i,(t) (1) =12 +i.(t)
Ue()=UE +ie(t)  Uge(t) =UR +ige(t)

so, dal’ man schreiben kann

: df df
lB(t): I(BO)-'-IB(t): f(UI(BCI)E)'U((Z(I)E))-'-dU UBE+dU uCE
BE (0) CE (0)
: d d
10=10 +ic(0=gURUQ)+ 7 et g e
BE (0) CE (0)
Damit kommt man zu der folgenden Darstellung des Transistors.
g = YiUge + YioUee
ic = Yorlge * Yoolke
Die y-Parameter werden durch die entsprechenden Ableitungen berechnet.
y_dIB|_df| yoo o _ o
1~ - 12~ -
Uge | Ul dUccly  AUce|
y_dlc|_dg| y_dlc _ dg
21— - 2 -
Upe |y~ dUge| dUccly  AUce|
IB iC
O O
Uge Yu [] [] Voo Uce
ylzuCE yzluBE

O O
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